Cap. 3 - Transistores de Efeito de Campo (FETs)

Caracteristicas Bésicas:
- s8o unipolares
- corrente controlada por campo elétrico

Tipos:

- MOSFET (Metal-Oxide-Semicondutor Field Effect Transistor)
- tipo crescimento (ou enriguecimento)
- tipo deplecéo

- JFET (Junction Field Effect Transistor)

Comparativo com BJT

Vantagens Desvantagens
Alta resisténcia de entrada menor ganho de tensao
Maior estabilidade térmica menor largura de faixa

Menores -> VLSI

JFET - Transistor de Efeito de Campo de Jungao
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Na regid@o Triodo:
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No limite entre a Regido Triodo e Saturagéo: v,,=vge-Vp

Logo, na Regido Saturagdo tem-se:
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Caracteristica de transferéncia ip-v;q Na Regido de Saturagcao
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